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(54) 승압 전원을 사용하는 디램 장치의 전원 공급 회로

요약

본 발명은 칩 사이즈의 증가에 따른 부담없이 DRAM의 Vpp 발생 회로의 전원 공급 능력을 증대시키기 위
한 것으로, 외부 전원(21)과 IVcc 발생 회로(22) 및 Vpp 발생 회로(23) 사이에 전압 선택 회로(24)를 포
함하며, 이 전압 선택 회로(24)는 외부 전원(21)과 Vpp 발생 회로(23)로 사이에 연결되는 도전 경로를 
갖는 제1PMOS 트랜지스터(25)와, IVcc 발생 회로(22)와 Vpp 발생 회로(23)로 사이에 연결되는 도전 경로
를 갖는 제2PMOS 트랜지스터(26) 및, PRCRE 신호를 반전시키는 인버터(27)로 구성된다.

대표도

명세서

[발명의 명칭]

승압 전원을 사용하는 디램 장치의 전원 공급 회로(a Power supply circuit of a DRAM device using on-
chip boosted power)

[도면의 간단한 설명]

제6도는 본 발명의 실시예 1에 따른 DRAM장치의 전원 공급 회로를 나타낸 회로도.

제7도는 본 발명의 실시예 2에 따른 DRAM 장치의 승압 전압 발생 회로를 나타낸 회로도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

외부 전원으로부터의 외부 전원 전압을 소정의 레벨로 강하시켜 내부 전원 전압으로서 칩 내에 공급하는 
내부 전원 전압 발생 회로와, 이 내부 전원 전압 발생 회로로부터의 상기 내부 전원 전압을 차지 펌핑하
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는 것에 의해 얻어지는 승압 전압을 공급하는 승압 전압 발생 회로를 가지며; 재생 사이클 축소 모드를 
구현하는 DRAM 장치에 있어서: 소정의 모드 표시 신호에 응답하여 상기 외부 전원 전압과 상기 내부 전
원 전압을 상기 승압 전압 발생 회로에 선택적으로 공급하는 전압 선택 수단을 구비하는 것을 특징으로 
하는 전원 공급 회로.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 전압 선택 수단은; 상기 외부 전원과 상기 승압 전압 발생 회로 사이에 양단자가 
연결되고, 소정의 제1제어 신호가 소정의 제1레벨을 가질 때 상기 외부 전원과 상기 승압 전압 발생 회
로를 전기적으로 연결하고, 상기 제1제어 신호가 소정의 제2레벨을 가질 때 상기 외부 전원과 상기 승압 
전압 발생 회로를 전기적으로 절연하는 제1스위치 수단과; 상기 내부 전원 전압 발생 회로와 상기 승압 
전압 발생 회로로 사이에 양단자가 연결되고, 소정의 제2제어 신호가 소정의 제3레벨을 가질 때 상기 외
부 전원과 상기 승압 전압 발생 회로를 전기적으로 연결하고, 상기 제2제어 신호가 소정의 제4레벨을 가
질 때 상기 내부 전압 발생 회로와 상기 승압 전압 발생 회로를 전기적으로 절연하는 제2스위치 수단과; 
상기 모드 표시 신호가 상기 재생 사이클 축소 모드를 나타내는 것에 응답하여 상기 제1레벨의 상기 제1
제어 신호를 상기 제1스위치 수단으로 제공하고 상기 제4레벨의 상기 제2제어 신호를 상기 제2스위치 수
단으로 제공하며, 상기 모드 표시 신호가 상기 재생 사이클 축소 모드를 나타내지 않는 것에 응답하여 
상기 제2레벨의 상기 제1제어 신호를 상기 제1스위치 수단으로 제공하고 상기 제3레벨의 상기 제2제어 
신호를 상기 제2스위치 수단으로 제공하는 스위치 제어 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 
회로.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 전압 선택 수단은; 상기 내부 전압 발생 회로와 상기 승압 전압 발생 회로로 사이
에 연결되는 도전 경로를 갖고, 상기 모드 표시 신호가 제공되는 제어 단자를 갖되, 상기 모드 표시 신
호가 상기 재생 사이클 축소 모드를 나타낼 때 도통되는 제1트랜지스터와; 상기 모드 표시 신호를 반전
시키는 인버터와; 상기 외부 전원과 상기 승압 전압 발생 회로로 사이에 연결되는 도전 경로를 갖고, 상
기 인버터의 출력이 제공되는 제어 단자를 갖되, 상기 인버터의 상기 출력이 상기 재생 사이클 축소 모
드를 나타내지 않을 때 도통되는 제2트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 회로.

청구항 4 

외부 전원으로부터의 외부 전원 전압을 소정의 레벨로 강하시켜 내부 전원 전압으로서 칩 내에 공급하는 
내부 전원 전압 발생 회로와, 이 내부 전원 전압 발생 회로로부터의 상기 내부 전원 전압을 차지 펌핑하
는 것에 의해 얻어지는 승압 전압을 공급하는 승압 전압 발생 회로를 가지는 DRAM 장치에 있어서: 상기 
승압 전압 발생 회로는, 상기 승압 전압의 공급을 위한 제1노드와, 상기 제1노드의 전압 레벨을 상승시
키기 위한 제2노드와, 상기 제1노드와 상기 제2노드 사이에 연결되고 제어 단자로 제공되는 소정의 제어 
신호에 응답하여 상기 제1노드와 상기 제2노드 사이에 도전 경로를 형성하는 MOS 트랜지스터와, 워드 라
인 신호에 응답하여 상기 제2노드를 '프리챠징'하기 위한 제1MOS커패시터와, 상기 워드 라인 신호에 응
답하여 상기 제2노드를 '차징'하기 위한 제2MOS 커패시터와, 상기 MOS트랜지스터의 상기 제어 단자에 연
결되는 제3MOS커패시터와, 상기 제1 내지 제3MOS 커패시터들의 구동을 위한 제1 내지 제3커패시터 구동 

수단을 가지고; 소정의 모드 표시 신호( )에 응답하여 상기 제2MOS 커패시터 및 상기 제3MOS 
커패시터로 상기 외부 전원 전압을 선택적으로 공급하는 전압 선택 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 
전원 공급 회로.

청구항 5 

제4 항에 있어서, 상기 전압 선택 수단은; 소정 레벨의 입력 신호가 입력되는 것에 응답하여 상기 외부 
전원 전압을 공급하는 레벨 시프팅 수단과; 상기 제2MOS 커패시터와 상기 제2커패시터 구동 수단 사이에 
그리고 상기 제3MOS 커패시터와 상기 제3커패시터 구동 수단 사이에 연결되되, 상기 모드 표시 신호가 
상기 재생 사이클 축소 모드를 나타낼 때 상기 레벨 시프팅 수단과 상기 제2및 제3MOS 커패시터들 사이
에 도전 경로를 형성함과 아울러 상기 제2및 제3MOS 커패시터들과 상기 제2 및 제3커패시터 구동 수단들 
사이에 도전 경로를 형성하지 않으며, 상기 모드 표시 신호가 상기 재생 사이클 축소 모드를 나타내지 
않을 때 상기 레벨 시프팅 수단과 상기 제2및 제3MOS 커패시터들 간에 도전 경로를 형성하지 않음과 아
울러 상기 제2 및 제3MOS 커패시터들과 상기 제2 및 제3커패시터 구동 수단들 사이에 도전 경로를 형성
하는 경로 전환 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 회로.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면
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